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算し，酸素の安定な吸着位置と酸化に伴う Si 原子位置の変位を調べた。本研究は Si 酸化の物理に対
する基本的な知見を提供するのみならず， Si を用いた電子デバイス技術の基礎となるものである O
第一章では，本研究を開始した動機及び従来行なわれてきた研究の問題点についてまとめている。ま









した場所に依存して，酸素原子は Si (100) 表面上のSiダイマーの真上，横，そして中の三つの箇所に吸











第四章では，計算によって得られた結果から Si (1 00) 表面及びその他の表面についての酸化の過程

















いる O 以上シリコン(100) 表面における酸素の吸着過程について重要な知見を与えるもので，学位論
文として価値あるものと認める O
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